Auslegung MOS-FET-Endstufe

Nach Definition der AuslegungsgroBBen Ug=48V und .« = 30A, wurden die folgenden
Berechnungen zur Auslegung der Schaltung gemacht:

Vorgabewerte

U =48V Betriebsspannung

Inax = 30A Maximaler Strom

t.=2us Anstiegszeit der Ansteuerung (aus Simulation)

tr=lus Abfallzeit der Ansteuerung (aus Simulation)

3,,=00°C Umgebungstemperatur

Rpson = 4,5mQ Drain-Source-Widerstand (aus Datenblatt)

Rk =5,3 K/'W  Thermischer Widerstad des Kiihlkorpers (aus Datenblatt)

Rusc = 5,3 K/'W  Thermischer Widerstad des Ubergangs Sperrschicht - Gehiuse (aus Datenblatt)
Rucs = 5,3 K/W  Thermischer Widerstad des Ubergangs Gehiuse — Kiihlkdrper (aus Datenblatt)
frwm = 200Hz Frequenz des PWM-Signals

Variablen

T Impulsdauer

3, Sperrschichttemperatur

Pox Verlustleistung bei angesteuertem Transistor

Psw: Verlustleistung beim Einschalten

Pswe Verlustleistung beim Ausschalten

Pgcs Gesamtverlustleistung

Verlustleistung

Ermittlung der Verlustleistung bei maximaler Ansteuerung (t = T, Tastgrad = 100%)

PON:Ifnax-RDSM-%:602A24,5-10_

31—/-100%:mw

(1

Mit Hilfe der simulativ ermittelten Anstiegs- und Fallzeiten t, und trund der Periodendauer der
gewihlten Schaltfrequenz (T = 5ms) konnen die Schaltverluste wéhrend der Dauer des Umschaltens

berechnet werden.

Py, =

— Uyl

t .107°
L oer=Lagy30a- 210 S 0 144w = 144mwW )
T 4 5107

4



1 t, 1 1-10°s
Py, =—U;lI, —-=—48V-30A- =0.072W =72mW
Swf 4 B * max T 4 5.1073S 1ZMmVWV

Damit betridgt die mogliche Gesamtverlustleistung:

P =P oy+ P, + Py, =4,05W+0,144 W +0,072 W =4,266 W

Daraus folgt fiir eine maximale Umgebungstemperatur von &
Sperrschichttemperatur &,

60°C folgende

amb

9J:9amb+(RthK+ Rthcs"'ch)'Pges

K K K
$,=60° = 40,32 —+0,24—)-4.2 ~84,999 °
,=60 C+(5,3W+0,3 W+0, W) ,266 W ~84,999 °C
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